Elektronik 2017 — EITA35

NMOSFETs

* Gemensam Source

e Gemensam Drain

e Differentiell forstarkare

* Dubbel matningsspanning

* Operationsforstarkare

2017-11-28 Forelasning 5, Elektronik 2017



Lab 4

Anmadlan pa hemsidan
Projektnummer du far vid anmalan — vilket projekt du ska goéra finns pa hemsidan /
laborationer
For att bli godkand
* Du ska demonstrera en fungerande krets - se till att ha kopplat upp den innan!
* Du ska presentera vad du gjort — 7 minuters presentation. (ppt)

* (RGB) projektor. Ta med laptop eller ppt/pdf pa USB.

Fragestunder for laboration 4: Tisdag

28/11 och onsdag 29/11 13-15i
lablokalerna.
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MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

Oxid - Isolator

Metall-Isolator-Halvledare

Positiv spanning mellan gate och source inducerar kanal. V. >V;

Positiv spanning mellan drain och source ger upphov till en stréom i
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Figure 2. Transfer Characteristics
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lgs = K(vgs — vt)z

Den kvadratiska ekvationen finns i alla
standardlarobocker
Noggrann for (stora) (40 ar gamla) MOSFETs

Forelasning 5, Elektronik 2017



Modern CMOS-transistor (14 nm)
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Nanoelektronik
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iys mer linjar om v, >v,
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MOSFET

Transistorn har V=2V
Vad blir strémmen iy ?

R
M

, A igs=K(5 —2)?
‘ 'as B iy = K(2—5)?

+ |E C. idS =0

Ves=oV = D. Kan ej bestammas da v
okand.
= E. ??

Nano.participoll.com
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MOSFET

Analys av transistorkretsar:
Analoga forstarkare — antag att transistorn ar mattad
. 2 )
1. Valjmodell: iz = k(vgs — vt) elleriys = K(vgs — vt)

2. Bestdm v och v,. Skriv ner KCL pa okand noder. Berdkna
potentialer/stommar

(Kontrollera mdéttnad: vy = vys — V)
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MOSFET

Vad blir Vs och V¢?

Ves = =5V, Vpg = OV
Ves = 5V, Vps = OV
Ves = OV, Vps = OV
Veg = 5V, Vps = 5V
2??

mo O o

Nano.participoll.com
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Gemensam source / Gemensam Drain
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Differanssteg
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Antar linjar éverféringsfunktion iz = K(vgs — vt)

Ry i
Vg =~ KR,vp + (vdd — S) (Vp= Vp,Vy = —Vp)

2

Rii;
Vo = (vdd — T) (Vp= Vem, Vn = Vem)

Forstarker bara differentiella signaler!

(Kvadratisk overforingsfuktion ger mer komplicerade uttryck
— men fortfarande bara differentiell forstarkning!)

Ls

Om v, =v =0ar v, negativ! Vg = —VUr — T
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Stromkalla

R,
V), = —V
9 R, +R, ™

g = K(vg — Vs — vt)z

Sa lange transistorn ar i mattad:

vdd—vl—vg>vt

v, — spanningsfall éver delkrets
dar strdmmen i, passerar.

2017-11-28

+Vdd
i i
+
v,
3 -
R=R1
T3
R4 E
R=R2
4

Forelasning 5, Elektronik 2017




Dubbel matningsspanning
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For att v, -v, ska kunna bli
negativ kravs att jord
ersatta med —v
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Rudimentar op-amp
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Nasta Vecka:

Jag ska till San Francisco & San Diego.

Med och organiserar tva tva konferanser om elektronik.
IEDM — den viktigaste konferansen om transistorer

63rd

International

Electron ‘ Search IEDM Q ‘ m u n
Devices

Meeting

HOME CALL FOR PAPERS SPEAKER INFORMATION REGISTRATION PROGRAM PRESS ABOUT ARCHIVE CONTACTS

IEDM Conference 2017
December 2-6

Join us for IEDM 2017, the world's pre-eminent forum for reporting technological
breakthroughs in the areas of semiconductor and electron device technology, design,
manufacturing, physics, and modeling.

CONFERENCE PROGRAM

* Tisdag —Johannes Svensson forelaser om digital och CMOS

e Oonsdag — LTHs rektor Viktor Owall (och professor i Digital Elektronik) féreldser om
digital elektronik
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